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Abstract of DE3924695 
The programming for memory circuits permits 
starting an internal self-tutoring of the memory, 
on application of an operational voltage and 
attaining an inner stability. According to the 
determined redundancy structure, an internal 
programming of redundancy bit decoders (6) or 
redundancy word coders (7) is carried out. 
The included associative memory cells (30) in the 
coders are allocated to bit (2.4), or word lines 
(2.5). During the redundancy programming, at the 
self-test start, a reset redundance validity FF (33) 
is adjusted. The positive end of the self-test 
releases blocked control inputs and possibly a 
signal at an output pin (MR). With a faultless 
memory matrix (2), an irreversible memory 
element (25) is programmed. 
ADVANTAGE - No atypical conditions on 
programming of redundant lines. 
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® Internes Selbsttest- und Redundanzprogrammierungsverfahren fur Speicherschaltkreise und Anordnung zur 
Durchfuhrung des Verfahrens 



Die Ertindung betrifft ein internes Selbsttest- und Redun- 
danzprogrammierungsverfahren fur Speicherschaltkreise 
und eine Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens. Da- 
bei wird bei Einschalten der Betriebsspannung durch einen 
internen Selbsttest-Prozessor mit einem Mikroprogramm- 
speicher der Speicherschaltkreis gepruft und die Fehler- 
adressen werden ermittelt und verdichtet. Die verdichteten 
Fehleradressen werden in Redundanz-BU-/Wortdekoder 
eingeschrieben, die reversibel programmierbare Assoziativ- 
speicherzellen enthalten. AnschlieSend werden die ange- 
wahlten Redundanzleitungen erneut gepruft. 
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Beschreibung ^JSS^SXSL^ sind auf be- 

DieErTuHlungbetr^ ^^^^^^^^ 

dundanzprogrammierungsverf^ JS2S» ^n demjewei.igen Redundanz-Bit- bzw 
kre.se der Hochst.ntegrauor, » ^ *. - w : rtdekode ~r ZU eeordnetes Redundanz-Gult.gke.ts-HK 

Redundanzprogrammierung der fehlerhaften Spe.cher- Wortdekoder ™|f°™ . dje Assoz|a . 

schaltkreise bei Inbetriebnahme des Speichers bzw. auf «2£S££X^^ mit Start des Verfah- 

externe Aufforderung. r™* riickeesetzt wurde. Nach dem Selbsttestverfahren 

Zur Verkilrzung der Testerprufze.t s.nd auBe - dem rens ruck ge ^ 7/°^ des Se , bsttes tverfahren S 

bekannten m-bit Testmode we.tere untersch.edhche ,o ^^^^J^^^iu^v^taadu^ 

VerfahrenbekanntJnderlEEE-IntemationalTestCon- d ^" S d J^X S £S&"P. Adressen 

ference 1987 ist ein Paralleltest-Verfahren beschr.eben, Fretgab _de ^f^™^ g Be f feh lerfreier 

das auf der Grundlage zurtblfcher interner Baugrup- dn^vlrsiWes Speicherele- 

pen auf dem Tester durchgefuhrt w.rd Es erlaubt erne Spe^che rmatnx w.rd ggK Blockierung des 

Testzeitreduzierung proportional N 1/2, was ; be, stei- « ^Wgjgi^ ^ speicten^lftrete. 

Testverfahren beinhaltet. Eine weitere Moglichke.t der wend.g ; «t. AnfalItypen fi5r sch nelle Betriebs- 

Reduzierung von externer Testerze.t w.rd durch e ne ^™ ^JJ^ Die A P nordnung zur Durchfiih- 
vollstandige interne J^^^^^r " u g defverthrens besteht aus einem^eicherscha.t- 

erztelt, d.e durch e.nen mternen Selb est £°zessor g Sensorverstarkern, Bit- und Wortde- 

durchgefiihrt wird. E.n Konzept dafur ist in der IEEE- euer loiiik Datenein-/-ausgangsstufen. 

IntTestConf. 1987.S.45 vorgestellt, bet dem die FeWer- ""Y„lS?R^a«-Bit- bzw. Wortdekoder 

adressen vom Speicherschaltkreis ausgegeben werden D MM ^ bzw . Wortleitungen 

bzw. eine interne R edunda " 25 m 'S SStoSonsform. Weiterhin enthalt der 

irreversibel programm.erbarer Spe.cherelemente er- in "™ r J t| f reis einen Selbsttestprozessor sowie ei- 
folgt Nachteilig sind die bei der Programm.erung irre- Spe.cherscha ™ «™ > Dabe i enthalt der Selbst- 
versibler Spe.cherelemente untypischen fcind^D- £ A p"^^^ ** 
gungen von erhdhten Spannungen bzw. Stromen .bzw gJ^J^ ^ ro ^^VBefehl^ler. eine 
die zusatzlichen Technolog.eschntte be. der Verwen- 30 A ™^VeSerb a nk unc I eine Tristate-Bustreiber- 
dungvonEPROM-Zellen. . ct„f e ' Die Reeisterbank enthalt mit einer der Zahl und 

Das Ziel der Erfindung besteht dann, e.n internes £"^5*^ Anzahl von Regi- 

Selbsttest- und Redundanzprogramm.erungsverfahren ™™ n *™ 2 e ' "X d undanz-Bit- bzw. Wortleitungen 2 
fur Speicherschaltkre.se sowie die zur Durch uhrung stern, be. je vie ^^^^ und Startlogik 
desVerfahrensnotwendigeAnordnung zu schaffen d,e 35 (R,-_ Jj*^ s 5K eit : Zuittll dsmultlpl«er und eine 
lediglich die fur die Herstellung des Spe.cherschaltkre.- g^""*^ ^ der Peripherie Ober ein 
ses erforderliche Technologie benot.gt und be.m Pro- Startlogiksch^ 

grammieren redundanter Uitungen kerne untyp.schen A-WJjJJ* Prozessorsteuerlogik uber 
Betriebsbedingungenerzeugt. Steuersipnal-Bus der die zu ersetzenden AdreQ- 

Die Erfindung lost die Aufgabe dadurch. daB m.ttels 40 e.nen S teue rs.gnal Bus J e ' 0 ; d ist£r verbun . 
des internen Selbsttest-Prozessors nj.t Betncbsbcg.nn J^^SSiS? tot uber einen Spalten- 
der Speicherschaltkreis getestet und die fch lerha en den. ^^2g3K m it den Redundanz-Bit- 
Leitungen mittels entsprechend P™Z™™™ ^dekodern verbunden. Der Redundanz-Bit- 
scher Speicherzellen ersetzt werden. D.e Erf.ndung be- bzw. wotkkkooo Assoziativspeicherzel- 
trifft ein internes Selbsttest. und Red^danzprogram- « ^Jj^^^wdS Organisation^™ bend- 
mierungsverfahren fur Spe.cherschattkre.se, be. dem ^ «" .P^™^ ° Bleit * , e de Assoziativspei- 
nach Anlegen der Betriebsspannung und Erreichen der t.gten^ Anz :M ^" ™JJJJ^ lte ' und einen von der 
internen Stabilita. das intern gespeicherte Selbsttest- %^^™*££^™ m i den AdreBlei- 
verfahren gestartet wird. Nach dem Start werden d.e RAM -MWi en Adr najgn a As 
externen sfeuereingange. Adressen sowie die Datenein- 50 ^^S^SSXSLrViL- bzw. Wort- 
/-ausgange des Speicherschaltkre.ses verr.cgelt. Da- ^^^^™ n e ^ dundan2 . AuS wahIleitungan- 
nach wird zuerst ein interner, zur Durchfuhrung des detodengema "»™" R K rf ^ . Bi| bzw . Wortdeko- 
Verfahrens benotigter Selbsttest- Prozcssor intern ge- g ^ige" Spalten- bzw. Zeilen-S.eu- 
pruft. Danach werden d.e Datenwege des Spe.cher- derut Schreibsignaldekoder zuge- 
P cha.tkreises gepruft und ansch.ieBcnd wird d.e Matrix 35 ^J^^SJeS Schfeib.eitung mit den 
mit den Speicherzellen gepruft ° rane «■ « f" L h itranssistoren der sRAM-Zellen in 

Dabei werden die Fehleradressen in e.ner Reg.ster- Gates ^^^^^Z,^ ist Weiterhin 
bank des Selbsttest-Prozessors gespeichert und aus der den ^^^™" e ^ CT Sto rldekoder ein Re- 
Verteilung der Fehleradressen die optimale Redundanz- «t ^gS^F? zugSdnet dessen Rucksetz- 
struktur ermittelt. Nach erfolgter Redundanzprogram- eo ^^^^^JK^ SpdMa- bzw. Zei- 
mierung werden die angewahlten Redundanz-Bit- bzw. e.ngang m e.ner S teuerle.tung '™ . def 

Wortleitungen dem Selbsttest unterzogen. Erfindungs- ^^^^^^S^SLL^i da- 
gemaB erfolgt entsprechend der erm.ttelten Redun- ^^^SS^^A die Assoziativspei- 
danzstruktur eine interne Programm.erung von Redun- be. d.e Rol le «n« mu p AdreBfuses tradi- 

danz-Bit- bzw. Wortdekodern. die loschbare Assoz.at.v- 65 cherzellen "bernehmen d ,e RoUe ^von Adr 
speicherzellen entha.ten. Diese Assoziativspeicherze - ^J^gS^^^ Transistor an, 

len verlieren nach dem erneuten Abschalten des Spe.- Rrfldan JuswahHeitung und Mas- 

cherschaltkreises ihre Information und werden m.t E.n- der zw.scnen 
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se angeordnet ist und die Redundanz-Auswahlleitung 
im riickgesetzten Zustand des FF standig inaktiv halt 
Weiterhin enthalt die Auswerte- und Startlogik einen 
vom Zustandsmultiplexer gesteuerten Open-Drain- 

TVnn 13 ni.A»ninnii W^J rw/^r/» «- nw»«*«.. O. » 

natiJiji^i, uiii.il i\v>»^iO(gii<iiu iggvi <.ui i t OAiVi l ICH Old J I 

des Selbsttestverfahrens sowie ggf. weitere Program- 
miermittel. In Ausgestaltung der Erfindung ist der Zu- 
standsmultiplexer uber eine Steuerleitung mit einer 
Programmierschaltung verbunden, die ausgangsseitig 
Uber eine Steuerleitung mit einem irreversiblen Spei- 
cherelement verbunden ist. Dabei ist das Speicherele- 
ment ausgangsseitig mit der Startlogikschaltung ver- 
bunden. Es wird bei fehlerfreier Matrix programmiert, 
d. h. wenn keine Redundanz-Bit- bzw. Wortleitungen 
zugeschaltet werden mussen. Damit werden Speicher- 
schaltkreise fur schnelle Betriebsberehschaft selektiert 
Vorteilhaft ist neben der Einsparung von Testerzeit 
auch die Moglichkeit der Reparatur von Langzeit-Bit- 
fehlern, da eine Programmierung bei jedem Einschalten 
erfolgt. 

Die Erfindung ist nachstehend anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispieles und von sechs Zeichnungen naher erlau- 
tert. 

Dabei zeigen 

Fig. 1 das Blockschaltbild eines 1 MdRAM mit einem 
Selbsttest-Prozessor zur Durchfuhrung des internen 
Selbsttest- und Redundanzprogrammierungsverfah- 
rens, 

Fig. 2 das Blockschaltbild des Selbsttest-Prozessors 

Fig. 3 das Blockschaltbild der Auswerte- und Startlo- 
gik des Selbsttest-Prozessors 

Fig. 4 einen Redundanz-Bitdekoder 

Fig. 5 einen Redundanz- Wortdekoder 

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Verfahrens- 
ablaufes. 

Der in Fig. 1 dargestellte Speicherschaltkreis (1) be- 
steht aus folgenden Blocken, die innerhalb des dRAM in 
bekannter Weise verkniipft sind. Eine Speichermatrix 
(2) mit Bitleitungen (Zl) und Wortleitungen (2.2) sowie 

Speicherzellen (23) in den Schnittpunkten enthalt vier 40 tung (24) verbunden, die uber eine Steuerleitung 
Redundanz-Bitleitungen (2.4) und vier Redundanz- (IPRST) mit einem irreversiblen Speicherelement (25) 
Wortleitungen (2.5). verbunden ist. Das Speicherelement (25) ist ausgangs- 

Der Matrix (2), die in verschiedener Form organisiert seitig uber eine Steuerleitung (BISTE) und der Steuer- 
sein kann, sind Sensorverstarker (3), Bitdekoder (4) und leitungs-Bus (DSTB) uber eine Steuerleitung (POST) 
Wortdekoder (5) sowie Redundanz-Bitdekoder (6) und 45 mit der Startlogikschaltung (23) verbunden, die aus- 
Redundanz- Wortdekoder (7) zugeordnet. Eine Steuer- gangsseitig uber eine Steuerleitung (BIS) mit dem Steu- 
logik (8) mit den externen Steuersignalen (RAS; CAS; erleitungs- Bus (BIZ) verbunden ist. 
WE) und den AdreB-Signalen (A 0 . . . A 9) ist uber einen Wie in Fig. 4 dargestellt ist, besteht jeder der Redun- 
SpaltenadreB-Bus (CASB) mit den Bitdekodern (4) und danz-Bitdekoder (6) aus neun Assoziativspeicherzellen 
den Redundanz-Bitdekodern (6) sowie uber einen Zei- 50 (30.0 ... 30.8). Dabei enthalt jede Assoziativspeicherzel 



die mit dem Mikroprogrammspeicher (13) und einem 
Mikroprogramm-Befehlszahler (15) verbunden ist, so- 
wie eine ALU (16) mit einer Wortbreite von 10 bit, die 
uber einen 10 bit breiten ALU-Register-Bus (ARB) mit 
5 einer aus 32 Registern (17.0 ... 17.3 1) zu je iO bit beste- 
henden Registerbank (17) verbunden ist. Dabei sind die 
Ausgangeder Register (1 7.29. . . 17.31) mit einer Trista- 
te-Bustreiberstufe (18) fur den Zeilen-Spalten-AdreQ- 
Bus und Datenbus (RASE; CASB; IDAB) verbunden. 
10 Weiterhin enthalt der Selbsttest-Prozessor (11) ein 
Steuersignalregister (19), das uber einen Steuersignal- 
Bus (PRST) mit der Prozessorsteuerlogik (14) verbun- 
den ist. Weiterhin ist das Steuersignalregister (19) uber 
einen Spalten-Steuersignal-Bus (PRSTC) mit den Re- 
15 dundanz-Bitdekodern (6) und uber einen Zeilen-Steuer- 
signal-Bus (PRSTR) mit den Redundanz-Wortdekodern 
(7) verbunden. Die Prozessorsteuerlogik (14) ist uber 
einen Steuerleitungs-Bus (BIZ) mit der Auswerte- und 
Steuerlogik (12) des Selbsttest-Prozessors (11) verbun- 
den. 

Ober die Steuerleitung (EXE)'m die Prozessorsteuer- 
logik (14) mit der Steuerlogik (8) zum Verriegeln der 
externen Steuersignale (RAS; T?A5; WE) und den 
AdreB-Signalen (A 0 ... A 9) verbunden. 

In Fig. 3 ist die Auswerte- und Steuerlogik (12) des 
Selbsttest-Prozessors (11) dargestellt. Sie enthalt einen 
Selbsttest-Zustandsmultiplexer (20), welcher mit dem 
Selbsttest-Prozessor (11) uber den Steuerleitungs-Bus 
(BIZ) und mit der Steuerlogik (8) uber einen Steuerlei- 
30 lungs-Bus (DSTB) verbunden ist. 

Der Zustandsmultiplexer (20) liegt am Gate eines 
Open-Drain-Transistors (21) an, dessen Drain mit einem 
Ausgangspin (MR) sowie einem Resetsignaltrigger (22) 
verbunden ist. Der Ausgang des extern gestarteten Re- 
setsignaltriggers (22) ist uber eine Steuerleitung 
(BIRST) mit einer Startlogikschaltung (23) verbunden 
und bewirkt einen externen Start des Selbsttestverfah- 
rens, Weiterhin ist der Zustandsmultiplexer (20) uber 
eine Steuerleitung (PREN)mh einer Programmierschal- 
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lenadreB-Bus (RASB) mit den Wortdekodern (5) und 
den Redundanz-Wortdekodern (7) verbunden. Eine Da- 
teneingangsstufe (9) und eine Datenausgangsstufe (10) 
sind uber einen internen Datenbus (IDAB) mit den Sen- 
sorverstarkern (3) verbunden. 

Der Steuerablauf im dRAM wird uber nicht darge- 
stellte, bekannte Steuerleitungen vorgegeben. 

Weiterhin enthalt der Speicherschaltkreis (1) einen 
Selbsttest-Prozessor (1 1) und eine Auswerte- und Start- 
logik (12) des Selbsttest-Prozessors (111), die zusammen 60 
mit den Redundanz-Bitdekodern (6), den Redundanz- 
Wortdekodern (7) sowie den Redundanz-Bitleitungen 
(2.4) und Redundanz- Wortleitungen (2.5) die zur Durch- 
fuhrung des Verfahrens notwendige Anordnung bilden. 
In Fig. 2 ist das Blockschaltbild des Selbsttest-Prozes- 
sors (11) dargestellt. 

Der Selbsttest-Prozessor (11) enthalt einen Mikro- 
programmspeicher (13), eine ProzeB-Steuerlogik (14), 



le (30.iijeine sRAM-Zelle (31) mit vier, ein Speicher FF 
bildende Transistoren (31.1 ... 31.4) sowie zwei Aus- 
wahltransistoren (31.5; 31.6) zum Schreiben der Infor- 
mation in die sRAM-Zelle(31). Die Auswahltransistoren 
55 (31.5; 31.6) sind z wischen der zugehdrigen AdreB-Lei- 
tung (AjtCAS)-, (A.nCAS) und dem entsprechenden 
Ausgang (Q;t>) der sRAM-Zelle (31) angeordnet und 
deren Gates sind mit einer Schreibleitung (WRR) ver- 
bunden. 

Weiterhin enthalt jede Assoziativspeicherzelle (30.n) 
einen Komperator (32) der zwischen einer, alien Asso- 
ziativspeicherzellen (30.0 . . . 30.8) zugeordneten Redun- 
danz-Auswahlleitung (RAL) und Masse (M) zwei Rei- 
henschaltungen von je zwei nMOS-Transistoren (32.1 
. . . 32.4) enthalt. Deren Gat es werde n dabei von den 
AdreB-Leitungen At? CAS; (A.n CAS) sowie den Aus- 
gangen (Q; der sRAM-Zelle (31) angestuert. Ein 
Schreibsignaldekoder (33), an dem der Spalten-Steuersi- 
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gna.-Bus (PRSTC) an.iegt^hrt am Ausgang die zuge- phen. ^ W wird das aIs 

Spalten-Steuersignal-Bus fPKSTU) und am Transistor g ang e(DIN ^|Zow^ 2um Da- 

Redundanz-AuswahHeitung <»UJ und Masse 00 an- „ Prozessor (11).^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ge Ein n vom Auseanz /W gesteuerter pMOS-Transistor des Selbsttest-Prozessors (1 1) selbst. welcher aus der 
(35 E SXW^flB^u^ Vor- Prufsum 

HSss^» .MraatsraKS 

Red«n£p-Bndekoto<6> Sd.reib-Z.kkn liber den Spata-ZZeilen-AdreH-Bu. 

Ein Schrefagioldekoder (43k "i dem det Zeilen ^„.SoBlB>wiedeiiDalenbosffiMfl)eepcOfL 

(45.1) steuert einen NriWteg £ ""J - '^'fi^'jSaJf l-he Bitfehler auf, so 
schen der Versorgungsspannung (Ucc) und der Redund- l reten oe im esi Steuerleitungsbus 
anzauswahlleitung (JMjy angeordnet ist, sow.e emen wird die ser Justand I uber den Steuerie.t ng < , 

" wlffi. * ,w is ch«n dee Ve*.,^*™,* Spe^.Ul. P» bber die S,ed=rl« ta p 8 OPRSV 

^/gisTeSerVodadetransistor (46.2) angeordnet. so wird der Neustar. uber die Steuerle.tung (B1STE) blok- 
Die Redundanz-Auswahlleitung (RAL) \st Uber einen kiert. somit fQr Son . 

Negator (47) mit e nem Negator (48) und nut dem Gate d ^^ e P ^SErt wSeiC da kein Selbsttest beim 
eines Treibertransistors (49.1) zw.schen dem Ausgang derzwecke k^mm" b far Einsatzzwecke mit soforti- 
und Masse verbundcn. Der Negator (48) «t uber emen Emscha «" erfolg f * J Verfrtreni- 

ss-fars: .i E£raM=°- 

schaltkre s (I) meldct diesen Zustand uber den Steuer- cnerzeiien ^uji, ™:"/J^ uc * pitlinpen M n CA 5- 
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leradressen in die sRAM-Zclle (31; 41) eingcschricben. 
Weiterhin wird bei Redundanzprogrammierung das am 
Beginn des Verfahrens bzw. bei Neustart uber die Steu- 
erleitung (BRES) ruckgesetzte Redundanz-Gultigkeits- 

ttt: /ia. aa\ .-.1 t — it a c a a £\ ~~ — 

Dadurch wird der Transistor (34.7; 44.7) gesperrt und 
die Redundanz-Auswahlleitung (RAL) kann aktives 
high-Potential annehmen. Mit Einschreiben aller Feh- 
leradressen sind die fehlerhaften Leitungen durch Re- 
dundanz-Bit-/Wortleitungen (2.4; 2.5) ersetzt. io 

lm nachsten Verfahrensschritt werden die program- 
mierten Redundanz-Bit/Wortleitungen (2.4; 2,5) eben- 
falls nach dem Testalgorithmus gepruft. Falls bei auftre- 
tendem Fehler noch freie Redundanz-Bit/Wortleitun- 
gen (2.4; 2.5) vorhanden sind, werden diese ausgewahlt 15 
und ebenfalls dem Test unterzogen. Beim Auftreten von 
nichtreparablen Fehlern verbleibt der Speicherschalt- 
kreis im inaktiven Zustand, hingegen wird beim positi- 
ven AbschluB des Verfahrens durch den Selbsttestpro- 
zessor (11) uber den Steuerleitungsbus (BIZ) der Zu- 20 
standsmultiplexer (20) ruckgesetzt, wodurch der Open- 
Drain-Transistor (21) wieder sperrt und das Signal am 
Ausgangspin (MR) bei extern eingeprufter Spannung 
aktiv wird. 

25 

Patentanspruche 

1. Internes Selbsttest- und Redundanzprogrammie- 
rungsverfahren fur Speicherschaltkreise, bei dem 
nach Anlegen der Betriebsspannung und Erreichen 30 
der internen Stabilitat das intern gespeicherte 
Selbsttestverfahren gestartet wird, wobei die exter- 
nen Steuereingange und Adressen sowie die Da- 
tenein-Aausgange des Speicherschaltkreises ver- 
riegelt werden, wobei danach ein verwendeter 35 
Selbsttest-Prozessor intern gepruft wird, die Da- 
tenwege des Speicherschaltkreises gepruft werden 
und anschlieBend die Matrix mit den Speicherzel- 
len gepruft wird, wobei danach die Fehleradressen 

in einer Registerbank des Selbsttest-Prozessors ge- 40 
speichert werden und aus der Verteilung der Feh- 
leradressen bei Reparierbarkeit die optimale Re- 
dundanzstruktur ermittelt wird und wobei nach Re- 
dundanz-Bitleitungen bzw. -Wortleitungen dem 
Selbsttest unterzogen werden, gekennzeichnet da- 45 
durch, daQ entsprechend der ermittelten Redun- 
danzstruktur eine interne Programmierung von 
Redundanz-Bitdekodern (6) bzw. von Redundanz- 
Wortdekodern (7) durchgefuhrt wird, die loschbare 
Assoziativspeicherzellen (30) enthallen und die den 50 
Redundanz-Bitleitungen (2.4) bzw. den Redundanz- 
Wortleitungen (2.5) zugeordnet sind, daQ bei Re- 
dundanzprogrammierung ein zu Beginn des Selbst- 
testes ruckgesetztes Redundanz-Giiltigkeits-FF 
(34; 44) gesetzt wird, daB die positive Beendigung 55 
des Selbsttestverfahrens dur ch di e Fre igabe der 
verriegelten Steuereingange (RAS; 75\3; WE; A 0 
. . . . A 9; DIN; DOUT) und ggf. durch ein Signal an 
einem Ausgangspin (MR) erfolgt und daB bei einer 
fehlerfreien Speichermatrix (2) ein irreversibles 60 
Speicherelement(25) ggf. programmiert wird. 

2. Anordnung zur Durchfuhrung des Selbsttest- 
und Redundanzprogrammierungsverfahrens nach 
Anspruch 1, wobei die Anordnung aus einem Spei- 
cherschaltkreis mit einer Matrix, Sensorverstar- 65 
kern, Bit- und Wortdekodern. einer Steuerlogik, 
Datenein-Aausgangsstufen besteht, wobei die Ma- 
trix Redundanz-Bit- bzw. Wortleitungen und diesen 



zugeordnete Redundanz-Bit- bzwj^VVortdekoder 
enthalt, wobei weiterhin der Speicherschaltkreis ei- 
nen Selbsttestprozessor sowie eine Auswerte- und 
Startlogik enthalt, wobei der Selbsttestprozessor 
e;nen Mikroprograrnmspdichef, einen Sieueriogik, 
einen Mikroprogramm-Befehlszahler, eine arith- 
metisch-logische Verarbeitungseinheit, eine Regi- 
sterbank mit einer der Zahl der Redundanzleitun- 
gen entsprechenden Anzahl von Registern und eine 
Tristate-Bustreiberstufe enthalt, und wobei die 
Auswerte- und Startlogik einen Selbsttest-Zustan- 
dandsmultiplexer und eine Startlogikschaltung ent- 
halt, die mit der Peripherie verkniipft sind, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB die Prozessorsteuerlogik (14) 
uber einen Steuersignal-Bus (PRST), der die zu er- 
setzenden AdreB-Signale fiihrt, mit einem Steuersi- 
gnalregister (19) verbunden ist, daB das Steuersi- 
gnalregister (19) uber einen Spalten-Zeilen-Steuer- 
signal Bus (PRSTC; PRSTR) mit den Redundanz- 
Bit- bzw. Wortdekodern (6; 7) verbunden ist, daB 
die Redundanz-Bit- bzw. Wortdekoder (6; 7) Asso- 
ziativspeicherzellen (30./7; 40./2JI bestehend aus je 
einer sRAM-Zelle (31) und einem [Comparator (32), 
entsprechend der Zahl der bei der Organisations- 
form bendtigten AdreB-Leitungen (A.n; AH) ent- 
halt, daB jedem Redundanz-Bit-bzw. Wortdekoder 
(6; 7) ein vom zugehorigen Spalten- bzw. Zeilen- 
Steuersignal-Bus (PRSTC; PRSTR) gesteuerter 
Schreibsignaldekoder (33; 43) zugeordnet ist, des- 
sen ausgangsseitige Schreibleitung (WRR) mit den 
Gates der Auswahltransistoren (3113; 31.6) bzw. 
(413; 41.6) in den Assoziativspeicherzellen (30.;j; 
40./7J verbunden ist, daB jedem Redundanz-Bit- 
bzw. Wortdekoder (6; 7) ein Redundanz-Giiltig- 
keits-FF (34; 44) zugeordnet ist, dessen Rucksetz- 
eingang mit einer Steuerleitung (BRES)\m Spalten- 
Zeilen-Steuersignalbus (PRSTC; PRSTR) und des- 
sen Setzeingang mit der Schreibleitung (WRR) ver- 
bunden ist und dessen Ausgang (P) am Gate eines 
zwischen einer an sich bekannten Redundanz-Aus- 
wahlleitung (RAL) in den Redundanz-Bit- bzw. 
Wortdekoder (6; 7) und Masse (M) angeordneten 
Transistor anliegt, daB die Auswerte- und Startlo- 
gik einen vom Zustandsmultiplexer (20) gesteuer- 
ten Open-Drain-Transistor (21) und einen Resetsi- 
gnaltrigger (22) sowie ggf. weitere Programmier- 
mittel enthalt. 

3. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet da- 
durch, daB der Zustandsmultiplexer (20) uber eine 
Steuerleitung (PREN)mxi einer Programmierschal- 
tung (24) verbunden ist, die ausgangsseitig uber ei- 
ne Steuerleitung (TPRST) mit einem irreversiblen 
Speicherelement (25) verbunden ist und daQ das 
Speicherelement (25) ausgangsseitig mit der Start- 
logikschaltung (12) verbunden ist. 
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